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요약

본 발명은 화소 스위칭 소자의 오프 영역의 누설 전류에 의해 구동 트랜지스터의 게이트 전압이 변화되어 발생되는 크로스

토크를 인식 불가능한 정도로 감소시키며, 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 자체 보상하여 높은 계조를 실현할 수 있는 화

소 회로 및 그것을 채용한 유기 발광 표시 장치를 개시한다. 본 발명에 따른 화소 회로는 게이트에 인가되는 전압에 상응하

여 유기 발광 소자에 전류를 공급하는 제1 트랜지스터, 제1 주사 신호에 응답하여 제1 트랜지스터의 제1 전극에 데이터 전

압을 전달하는 제2 트랜지스터, 제1 트랜지스터의 제2 전극 및 게이트를 연결시키는 제3 트랜지스터, 그리고 제1 주사 신

호가 인가되는 기간 동안에 상기 데이터 전압에 상응하는 전압을 저장하며, 유기 발광 소자의 발광 기간 동안에 제1 트랜

지스터의 게이트에 저장된 전압을 인가하는 캐패시터를 포함한다.

대표도

도 2

색인어

유기 발광 표시 장치, 오프 영역, 누설전류, 문턱 전압, 화소 회로

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 유기 발광 표시 장치에 대한 구성도이다.

도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 화소 회로에 대한 회로도이다.

도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 화소 회로에 대한 회로도이다.

도 4는 도 3의 화소 회로의 동작을 설명하기 위한 파형도이다.
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도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 화소 회로의 변형예에 대한 회로도이다.

도 6은 도 5의 화소 회로의 동작을 설명하기 위한 파형도이다.

도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 화소 회로를 채용한 유기 발광 표시 장치에 대한 구성도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 화소 회로 및 유기 발광 표시 장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는, 화소 스위칭 소자의 오프 영역의 누설

전류에 의해 발생되는 크로스 토크를 인식 불가능한 정도로 감소시키며 문턱 전압을 자체 보상하여 고계조를 표현할 수 있

는 화소 회로 및 그것을 채용한 유기 발광 표시 장치에 관한 것이다.

최근 전기, 전자, 반도체 기술 등의 발전에 힘입어 모니터, 텔레비전, 휴대 단말기 등의 전자 기기에 장착되는 평판 디스플

레이 장치에 대한 많은 연구가 진행되고 있다. 그 가운데, 유기 발광 표시 장치는 평판 디스플레이의 일종으로 휘도와 발광

효율이 높고 선명도가 우수하며 시야각이 넓다는 장점이 있다.

도 1은 종래의 유기 발광 표시 장치에 대한 구성도이다. 도 1에서 유기 발광 표시 장치는 액티브 매트릭스(active matrix)

구동 방식의 유기 발광 표시 장치로 형성되어 있다.

도 1을 참조하면, 유기 발광 표시 장치(100)는 복수의 주사선(S1, S2, Sn; 112)을 통해 화상표시부(130)에 주사 신호를 전

달하는 주사 구동부(110)와, 복수의 데이터선(D1, D2, D3, Dm; 122)을 통해 화상표시부(130)에 데이터 신호를 전달하는

데이터 구동부(120), 그리고 데이터 신호에 상응하여 화상을 표시하는 복수의 유기 발광 소자(132)와 각각의 유기 발광 소

자(132)를 제어하기 위한 복수의 화소 회로(134)를 구비한 화상표시부(130)를 포함한다. 유기 발광 소자(132)는 화소 회

로(134)에 인가되는 주사 신호와 데이터 신호에 따라 소정 휘도의 백색, 적색, 녹색 또는 청색 등의 색을 표현한다.

상술한 화상표시부(130)는 예를 들어 반도체 공정을 이용한 박막 트랜지스터(thin film transistor: TFT) 어레이(array)

상에 형성된다. 이러한 경우, 화소 회로(134)는 스위칭 트랜지스터(M2), 스토리지 캐패시터(C), 그리고 구동 트랜지스터

(M1)를 포함한다. 스위칭 트랜지스터(M2)는 데이터를 샘플링하고, 이때 스토리지 캐패시터(C)에는 데이터가 프로그래밍

되며, 구동 트랜지스터(M1)는 전류원으로서 동작한다.

그러나, 상술한 종래의 유기 발광 표시 장치(100)는 레이저 어닐링 공정에 의한 TFT 어레이의 제조 공정상의 한계로 인하

여 각 화소 회로(134) 내의 구동 트랜지스터(M1)가 서로 다른 특성을 가지며, 전원전압(VDD)을 공급하는 소정의 전압원

으로부터 각 화소 회로(134)에 이르는 거리가 달라 각 화소 회로(134)에 인가되는 전원전압(VDD)에 소정의 전압차 즉, 전

압 강하가 발생된다는 문제점이 있다. 이를 위해, 종래 기술에서는 화소 회로 내에 구동 트랜지스터의 문턱 전압과 전원전

압의 전압 강하를 보상하기 위한 다양한 구조의 회로들을 제안하고 있다.

또한, 종래의 유기 발광 표시 장치(100)는, 도 1에 도시한 바와 같이, 화소 회로(134) 내의 스위칭 트랜지스터(M2)가 데이

터선(Dm)과 구동 트랜지스터(M1)의 게이트 간에 연결되도록 이루어진다. 따라서, 화소 회로(134)에 인가되는 소정 레벨

의 전압 또는 전류의 화상 데이터는 스위칭 트랜지스터(M2)를 통해 구동 트랜지스터(M1)의 게이트에 인가된다. 이러한

경우, 종래의 유기 발광 표시 장치의 화소 회로(134)에서는 스위칭 트랜지스터(M2)의 오프 영역 전류 또는 누설 전류로 인

해 구동 트랜지스터(M1)의 게이트 전압이 변하게 된다. 따라서, 종래의 유기 발광 표시 장치에서는 스위칭 트랜지스터의

누설 전류로 인하여 인접한 화소 간에 크로스 토크가 발생된다는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 도출된 것으로, 본 발명의 목적은 스위칭 트랜지스터의 누설 전류

에도 불구하고 구동 트랜지스터의 게이트 전압을 유지할 수 있는 화소 회로 및 이를 채용한 유기 발광 표시 장치를 제공하

는 것이다.
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본 발명의 다른 목적은 제조 공정의 변수에 관계없이 구동 트랜지스터의 문턱 전압의 편차를 보상할 수 있는 화소 회로 및

이를 채용한 유기 발광 표시 장치를 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 측면에 따르면, 게이트에 인가되는 전압에 상응하여 유기 발광 소자에 전류

를 공급하는 제1 트랜지스터, 제1 주사 신호에 응답하여 제1 트랜지스터의 제1 전극에 데이터 전압을 전달하는 제2 트랜

지스터, 제1 트랜지스터의 제2 전극 및 게이트를 연결시키는 제3 트랜지스터, 그리고 제1 주사 신호가 인가되는 기간 동안

에 데이터 전압에 상응하는 전압을 저장하며 유기 발광 소자가 발광하는 기간 동안에 제1 트랜지스터의 게이트에 저장된

전압을 인가하는 캐패시터를 포함하는 유기 발광 표시 장치의 화소 회로가 제공된다.

바람직하게, 화소 회로는 발광 제어신호에 응답하여 제2 트랜지스터의 턴온 기간 동안에 전원전압이 제1 트랜지스터의 제

1 전극에 인가되는 것을 차단하기 위한 제4 트랜지스터를 추가적으로 포함한다. 또한, 화소 회로는 발광 제어신호에 응답

하여 제3 트랜지스터의 턴온 기간 동안에 제1 트랜지스터의 제2 전극과 유기 발광 소자의 전기적인 연결을 차단하는 제5

트랜지스터를 추가적으로 포함한다. 또한, 화소 회로는 제2 주사 신호에 응답하여 캐패시터에 저장된 전압을 방전시키는

제6 트랜지스터를 추가적으로 포함한다. 제6 트랜지스터는 다이오드 연결되는 것이 바람직하다.

본 발명의 다른 측면에 따르면, 전원전압이 인가되는 제1 전극, 유기 발광 소자에 전기적으로 연결되는 제2 전극, 및 게이

트를 구비하는 제1 트랜지스터와, 데이터 전압이 인가되는 제1 전극, 제1 트랜지스터의 제1 전극에 연결되는 제2 전극, 및

제1 주사 신호가 인가되는 게이트를 구비하는 제2 트랜지스터와, 제1 트랜지스터의 제2 전극 및 게이트 간에 연결되어 제

1 트랜지스터를 다이오드 연결시키는 제3 트랜지스터와, 전원전압이 인가되는 제1 전극, 및 제1 트랜지스터의 게이트에

연결되는 제2 전극을 구비하는 캐패시터와, 전원전압이 인가되는 제1 전극, 제1 트랜지스터의 제1 전극에 연결되는 제2

전극, 및 발광 제어신호가 인가되는 게이트를 구비하는 제4 트랜지스터, 그리고 제1 트랜지스터의 제2 전극에 연결되는 제

1 전극, 유기 발광 소자의 애노드에 연결되는 제2 전극, 및 발광 제어신호가 인가되는 게이트를 구비하는 제5 트랜지스터

를 포함하는 유기 발광 표시 장치의 화소 회로가 제공된다.

바람직하게, 화소 회로는 캐패시터의 제2 전극에 연결되는 제1 전극과, 제2 전극, 그리고 제2 전극에 연결되고 제2 주사

신호가 인가되는 게이트를 구비하는 제6 트랜지스터를 추가적으로 포함한다.

본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 데이터 전압을 전달하는 복수의 데이터선, 제1 주사 신호를 전달하는 복수의 주사선, 데

이터 전압에 상응하여 화상을 표시하는 복수의 유기 발광 소자, 그리고 데이터선, 주사선, 및 유기 발광 소자에 전기적으로

연결되는 복수의 화소 회로를 포함하며, 화소 회로는, 유기 발광 소자에 전류를 공급하는 제1 트랜지스터와, 제1 주사 신호

에 응답하여 데이터 전압을 제1 트랜지스터의 제1 전극에 전달하는 제2 트랜지스터와, 제1 트랜지스터의 제2 전극 및 게

이트를 연결시키는 제3 트랜지스터, 그리고 제1 주사 신호가 인가되는 기간 동안에 데이터 전압에 상응하는 전압을 저장

하며 유기 발광 소자가 발광하는 기간 동안에 제1 트랜지스터의 게이트에 저장된 전압을 인가하는 캐패시터를 포함하는

유기 발광 표시 장치가 제공된다.

이하, 본 발명의 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 이하의 설명에서, 어떤 부분이 다른 부분과 연결되어 있다고

할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 전기적으로 연결되어 있는 경우

도 포함한다. 또한, 이하의 설명에서, 트랜지스터는 소오스, 드레인, 및 게이트를 구비하거나 소오스 또는 드레인을 나타내

는 제1 전극, 드레인 또는 소오스를 나타내는 제2 전극, 및 게이트를 구비한 것으로 설명한다. 또한, 도면에서 본 발명과 관

계없는 부분은 본 발명의 설명을 명확하게 하기 위하여 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일

한 도면 부호를 붙였다.

도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 화소 회로에 대한 회로도이다.

도 2를 참조하면, 화소 회로는 제1 내지 제5의 트랜지스터(M1, M2, M3, M4, M5)와 하나의 캐패시터(C)로 이루어진다.

제1 트랜지스터(M1)는 제2 전원전압(VSS)에 캐소드가 연결되는 유기 발광 소자(organic light emitting diode: OLED)에

전류를 공급하는 구동 트랜지스터이고, 제2 내지 제5 트랜지스터(M2, M3, M4, M5)는 스위칭 트랜지스터이다. 제1 내지

제5 트랜지스터(M1 ~ M5)는 P-타입의 트랜지스터로 형성되어 있다. 유기 발광 소자(OLED)는 형광성 또는 인광성 유기

화합물을 포함하는 다층 구조의 유기 박막과 이 유기 박막의 양단에 연결되는 애노드 및 캐소드로 형성된다.
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구체적으로, 제1 트랜지스터(M1)의 소오스는 제2 트랜지스터의 드레인에 연결되며, 드레인은 제5 트랜지스터의 소오스

에 연결되며, 게이트는 캐패시터의 제2 전극에 연결된다. 제2 트랜지스터(M2)의 소오스는 데이터선(Dm)에 연결되며, 게

이트는 n번째 주사 신호를 인가하는 n번째 주사선(Sn)에 연결된다. 여기서, n은 임의의 자연수이다. 제3 트랜지스터의 소

오스는 제1 트랜지스터의 드레인에 연결되며, 드레인은 제1 트랜지스터의 게이트에 연결되며, 게이트는 주사선(Sn)에 연

결된다. 제4 트랜지스터의 소오스는 제1 전원전압(VDD)을 인가하는 제1 전원전압선에 연결되며, 드레인은 제1 트랜지스

터(M1)의 소오스에 연결되며, 게이트는 발광 제어신호를 전달하는 발광제어선(En)에 연결된다. 제5 트래지스터의 소오스

는 제1 트래지스터의 드레인에 연결되며, 드레인은 유기 발광 소자(OLED)의 애노드에 연결되며, 게이트는 발광제어선

(En)에 연결된다. 캐패시터(C)의 제1 전극은 제1 전원전압(VDD)을 인가하는 제1 전원전압선에 연결된다. 유기 발광 소자

(OLED)의 캐소드는 제2 전원전압(VSS)을 인가하는 제2 전원전압선에 연결된다.

상술한 바와 같이, 본 실시예에 따른 화소 회로에서 제2 트랜지스터(M2)는 데이터선(Dm)과 제1 트랜지스터(M1)의 소오

스에 연결된다(301). 또한, 제1 트랜지스터(M1)의 드레인과 게이트가 제3 트랜지스터(M3)에 의해 다이오드 연결되며, 제

1 트랜지스터(M1)의 게이트에 캐패시터(C)의 일단이 연결된다(303). 그리고, 제2 및 제3 트랜지스터(M2, M3)의 게이트

는 n번째 주사 신호를 인가하는 n번째 주사선(Sn)에 연결된다. 여기서, n은 임의의 자연수이다.

이러한 구성은 예를 들어 데이터선(Dm)의 데이터 전압이 변화될 때 제2 트랜지스터(M2)를 통해 제1 트랜지스터(M1)의

소오스에 누설 전류가 유입 또는 유출되는 경우에도 실질적으로 제1 트랜지스터(M1)의 게이트 전압은 거의 변화되지 않

게 한다. 따라서, 본 발명의 화소 회로를 이용하면, 유기 발광 표시 장치에 있어서, 구동 트랜지스터의 게이트에서의 누설

전류로 인한 크로스 토크 문제가 크게 감소된다. 예를 들면, 종래의 화소 회로에서, 데이터선과 구동 트랜지스터의 게이트

간에 스위칭 트랜지스터가 연결되어 있는 경우, 약 2% 정도의 인식 가능한 정도의 크로스 토크가 발생되지만, 본 발명의

화소 회로에서는 약 0.8% 정도의 인식 불가능한 정도의 크로스 토크가 발생되어 실질적으로 크로스 토크의 문제를 해결한

다.

게다가, 상술한 구성은 제2 트랜지스터(M2)에서 샘플링된 데이터 신호가 다이오드 연결된 제1 트랜지스터(M1) 및 제3 트

랜지스터(M3)를 통해 캐패시터(C)에 인가되기 때문에, 구동 트랜지스터(M1)의 문턱 전압이 자체적으로 보상되어 구동 트

랜지스터(M1)의 문턱 전압에 상관없이 캐패시터(C)에 데이터 신호에 상응하는 전압을 저장할 수 있게 한다. 따라서, 본 발

명의 화소 회로를 이용하면, 제조 공정의 변수에 상관없이 구동 트랜지스터의 문턱 전압의 편차를 보상할 수 있다.

또한, 상술한 구성에서 유기 발광 소자(OLED)에 흐르는 전류는 아래의 수학식 1 및 수학식 2와 같이 나타낼 수 있다.

수학식 1

수학식 2

여기서, IOLED는 유기 발광 소자에 흐르는 전류, VGS는 제1 트랜지스터의 게이트와 소오스 간의 전압, VTH는 제1 트랜지

스터의 문턱 전압, VDD는 제1 전원전압, VDATA는 데이터 전압, 그리고 β는 상수를 각각 나타낸다.

수학식 1 및 수학식 2를 참조하면, 구동 트랜지스터인 제1 트랜지스터(M1)의 문턱 전압에 관계없이 데이터선(Dm)에 인가

되는 데이터 전압에 상응하여 전류가 유기 발광 소자(OLED)에 흐르는 것을 알 수 있다.

또한, 상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 화소 회로에 있어서, 제1 전원전압(VDD)이 인가되는 제1 트랜지스터(M1)의 소오

스에는 제2 트랜지스터(M2)의 턴온 주기 동안에 제1 전원전압(VDD)을 차단하기 위한 수단이 연결된다. 다시 말해서, 본

실시예에서 제4 트랜지스터(M4)는 캐패시터(C)에 데이터 신호에 상응하는 전압이 저장되는 기간 동안에 턴오프 상태가

되며, 캐패시터(C)에 저장된 전압에 기초하여 제1 트랜지스터(M1)가 소정의 정전류원으로서 동작할 때, 턴온 상태가 된

다.

또한, 본 발명에 따른 화소 회로에서는 제1 트랜지스터(M1)가 다이오드 연결되는 기간 동안에 제1 트랜지스터(M1)의 드

레인과 유기 발광 소자(OLED)의 애노드 간의 전기적인 연결을 차단하는 수단을 포함한다. 예를 들면, 본 실시예에서, 제5
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트랜지스터(M5)는 캐패시터(C)에 데이터 전압이 저장되는 기간 동안에 턴오프 상태가 되며, 캐패시터(C)에 저장된 전압

에 기초하여 제1 트랜지스터(M1)가 소정의 정전류원으로서 동작할 때, 턴온 상태가 된다. 이에 의해 유기 발광 소자

(OLED)가 소정의 휘도로 발광한다.

이와 같이, 본 발명에 따른 화소 회로에서는 제2 트랜지스터(M2)와 같은 화소 스위칭 소자의 오프 영역에서의 누설 전류

로 인해 구동 트랜지스터의 게이트 전압이 변하는 것을 실질적으로 방지한다. 이러한 구성에 의해, 본 발명에 따른 화소 회

로를 채용한 유기 발광 표시 장치에서는 크로스 토크가 인식 불가능한 정도로 감소된다.

또한, 본 발명에서는 제2 트랜지스터(M2)와 같은 화소 스위칭 소자를 구동 트랜지스터(P-타입 또는 N-타입 트랜지스터)

의 소오스 또는 드레인에 연결할 뿐만 아니라 구동 트랜지스터를 다이오드 연결시켜 캐패시터에 데이터 전압을 저장한다.

이러한 구성에 의해, 구동 트랜지스터의 문턱 전압은 자체 보상된다. 이로써, 본 발명에 따른 화소 회로를 채용한 유기 발

광 표시 장치에서는 구동 트랜지스터의 문턱 전압에 상관없이 고계조의 표현이 가능하게 된다.

도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 화소 회로에 대한 회로도이다. 본 실시예에 따른 화소 회로는

캐패시터(C)를 초기화하기 위한 수단(305)을 제외하고 실질적으로 제1 실시예의 화소 회로와 동일하다. 따라서, 본 실시

예에 따른 화소 회로에서 제1 실시예의 화소 회로의 구성 요소 및 이들의 연결관계와 중복되는 설명은 가능한 생략한다.

도 3을 참조하면, 화소 회로는 제1 내지 제6의 트랜지스터(M1, M2, M3, M4, M5, M6)와 하나의 캐패시터(C)로 이루어진

다. 제1 트랜지스터(M1)는 제2 전원전압(VSS)에 캐소드가 연결되는 유기 발광 소자(OLED)에 전류를 공급하는 구동 트

랜지스터이고, 제2 내지 제6 트랜지스터(M2 ~ M6)는 스위칭 트랜지스터이다. 제1 내지 제6 트랜지스터(M1 ~ M6)는

P-타입의 트랜지스터로 형성되어 있다.

제6 트랜지스터(M6)의 소오스는 제1 트랜지스터(M1)의 게이트에 연결되어 있는 캐패시터(C)의 한쪽 전극에 연결된다.

또한, 제6 트랜지스터(M6)의 드레인과 게이트는 서로 연결되어, 제6 트랜지스터(M6)를 다이오드 연결시킨다. 또한, 제6

트랜지스터(M6)의 게이트는 제2 주사선(Sn-1)에 연결된다. 여기서, 제2 주사선(Sn-1)은 라인 어드레싱(line

addressing) 방식으로 구동되는 유기 발광 표시 장치에 있어서, 제2 트랜지스터(M2)의 게이트에 주사 신호를 인가하는 현

재의 화소 회로의 주사선(Sn)을 제1 주사선이라 할 때, 제1 주사선의 직전 화소 회로에 주사 신호를 인가하는 직전 주사선

을 나타낸다.

한편, 제6 트랜지스(M6)의 게이트는 별도의 제어 신호 또는 주사 신호를 전달하는 다른 제어선 또는 다른 주사선에 연결

될 수 있다. 하지만, 이러한 구성은 화소 회로 내에 또 다른 라인을 추가시킴으로써 개구율을 감소시킨다는 문제가 있다.

따라서, 본 실시예에서는 개구율을 감소시키지 않는 효율적인 레이아웃 배선을 위하여, 제6 트랜지스터(M6)의 게이트는

제2 주사선에 연결되도록 이루어지는 것이 바람직하다.

또한, 본 실시예에서 제4 및 제5 트랜지스터는 P-타입의 트랜지스터 이외에 N-타입의 트랜지스터로 형성할 수 있다. 이러

한 경우, N-타입의 제4 및 제5 트랜지스터는 P-타입의 제4 및 제5 트랜지스터에 인가되던 발광 제어신호에 대하여 반전

된 발광 제어신호에 따라 동작된다.

이와 같이, 본 실시예에 따른 화소 회로에서는 캐패시터에 화상 데이터를 프로그래밍하기 전에 캐패시터에 다이오드 연결

되는 트랜지스터를 통해 캐패시터 내에 저장된 전압을 방전시켜 초기화함으로써, 다음 프레임의 데이터 신호에 상응하는

전압이 저장될 때에 앞서 캐패시터에 저장된 전압에 의해 다음 프레임의 데이터 전압이 캐패시터에 제대로 저장되지 않는

문제를 해결할 뿐만 아니라, 이를 위한 별도의 제어선과 초기화 라인을 형성할 필요가 없고, 따라서 개구율을 높일 수 있다

는 이점이 있다.

도 4는 도 3의 화소 회로의 동작을 설명하기 위한 파형도이다. 본 실시예에서, 현재 주사선(Sn)에 인가되는 주사 신호를 제

1 주사 신호, 이전 주사선(Sn-1)에 인가되는 주사 신호를 제2 주사 신호, 그리고 발광제어선(En) 에 인가되는 신호를 발광

제어신호라 한다.

도 4를 참조하면, 화소 회로는 캐패시터(C)를 초기화하기 위한 초기화 기간 또는 제1 기간과, 캐패시터(C)에 데이터 신호

에 상응하는 전압을 저장하기 위한 프로그래밍 기간 또는 제2 기간, 그리고 캐패시터(C)에 저장된 전압에 기초하여 구동

트랜지스터(M1)가 소정의 정전류원으로 기능하여 유기 발광 소자(OLED)에 전류를 공급하며, 이 전류에 의해 유기 발광

소자(OLED)가 소정의 휘도로 발광하는 발광 기간 또는 제3 기간으로 동작한다. 여기서, 제2 주사 신호 및 제1 주사 신호
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는 서로 중첩되지 않고 순차적으로 인가되며, 발광 제어신호는 제2 및 제1 주사 신호의 인에이블 레벨의 기간 동안에 디스

에이블 레벨로 인가된다. 그리고, 제1 및 제2 주사 신호는 서로 시프트된 형태를 가지며, 실질적으로 동일한 신호로 형성된

다.

구체적으로, 제1 기간에서, 제1 주사선(Sn)에 하이 레벨의 제1 주사 신호가 인가되며, 발광제어선(En)에 하이 레벨의 발광

제어신호가 인가되며, 제2 주사선(Sn-1)에 로우 레벨의 제2 주사 신호가 인가되면, 제1 주사 신호에 의해 제2 및 제3 트

랜지스터(M2, M3)는 턴오프되며, 발광 제어신호에 의해 제4 및 제5 트랜지스터(M4, M5)는 턴오프된다. 그리고, 제2 주

사 신호에 응답하여 제6 트랜지스터(M6)는 턴온된다.

이때, 캐패시터(C)에 저장된 전압은 제2 주사선(Sn-1)을 통해 방전되며, 캐패시터(C)는 초기화된다. 따라서, 캐패시터(C)

의 일단에 연결되어 있는 제1 트랜지스터(M1)의 게이트 전압도 초기화된다.

다음, 제2 기간에서, 제1 주사선(Sn)에 로우 레벨의 제1 주사 신호가 인가되며, 제1 기간에서 로우 레벨의 제2 주사 신호

가 인가되었던 제2 주사선(Sn-1)에 하이 레벨의 제2 주사 신호가 인가되며, 발광제어선(En)에 하이 레벨의 발광 제어신호

가 인가되면, 제1 주사 신호에 응답하여 제2 및 제3 트랜지스터(M2, M3)는 턴온되며, 제2 주사 신호에 의해 제6 트랜지스

터(M6)는 턴오프되며, 발광 제어신호에 의해 제4 및 제5 트랜지스터(M4, M5)는 턴오프된다.

이때, 데이터선(Dm)에 인가되는 데이터 전압은 제2 트랜지스터(M2), 제1 트랜지스터(M1), 및 제3 트랜지스터(M3)를 통

해 캐패시터(C)의 한쪽 전극에 인가된다. 따라서, 캐패시터(C)는 제2 기간 동안에 제1 전원전압(VDD)과 데이터 전압의 전

압차에 상응하는 전압을 저장한다. 이러한 구성에 의하면, 캐패시터(C)는 구동 트랜지스터(M1)의 문턱 전압에 상관없이

데이터 전압에 상응하는 전압을 저장하게 된다.

다음, 제3 기간에서, 제2 기간에서 로우 레벨의 제1 주사 신호가 인가되었던 제1 주사선(Sn)에 하이 레벨의 제1 주사 신호

가 인가되며, 제2 주사선(Sn-1)에 하이 레벨의 제2 주사 신호가 인가되며, 제1 및 제2 기간에서 하이 레벨의 발광 제어신

호가 인가되었던 발광제어선(En)에 로우 레벨의 발광 제어신호가 인가되면, 제1 주사 신호에 의해 제2 및 제3 트랜지스터

(M2, M3)는 턴오프되며, 제2 주사 신호에 의해 제6 트랜지스터(M6)는 턴오프되며, 발광 제어신호에 응답하여 제4 및 제

5 트랜지스터(M4, M5)는 턴온된다.

이때, 제1 트랜지스터(M1)는, 제1 트랜지스터(M1)의 게이트와 소스 간에 연결되며 화상 데이터에 상응하는 전압을 저장

하는 캐패시터(C)에 의해, 제1 전원전압(VDD)으로부터 유기 발광 소자(OLED)에 소정 세기의 전류를 공급하는 정전류원

으로서 동작한다. 이러한 구성에 의해, 유기 발광 소자(OLED)는 화상 데이터를 높은 계조로 표현한다. 다시 말해서, 본 발

명에 따른 유기 발광 소자(OLED)는 소정의 그레이 레벨의 계조를 가진 적색, 녹색, 청색, 백색의 색 중 어느 하나의 색을

보다 명확하게 표현할 수 있다.

도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 화소 회로의 변형예에 대한 회로도이다. 그리고, 도 6은 도 5의 화소 회로의 동작을

설명하기 위한 파형도이다.

도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 화소 회로는 제1 내지 제6의 트랜지스터(M1, M2, M3, M4, M5, M6)와 하나의 캐패시

터(C)로 이루어진다. 제1 트랜지스터(M1)는 유기 발광 소자(OLED)에 전류를 공급하는 구동 트랜지스터이고, 제2 내지

제6 트랜지스터(M2 ~ M6)는 스위칭 트랜지스터이다. 제1, 제4, 및 제5 트랜지스터(M1, M4, M5)는 N-타입의 트랜지스

터로 형성되고, 제2, 제3, 및 제6 트랜지스터(M2, M3, M6)는 P-타입의 트랜지스터로 형성되어 있다. 유기 발광 소자

(OLED)는 형광성 또는 인광성 유기 화합물을 포함하는 다층 구조의 유기 박막과 이 유기 박막의 양단에 연결되는 애노드

및 캐소드로 형성된다.

구체적으로, 제1 트랜지스터(M1)의 소오스는 제2 트랜지스터의 드레인에 연결되며, 드레인은 제5 트랜지스터의 소오스

에 연결되며, 게이트는 캐패시터의 제1 전극에 연결된다. 제2 트랜지스터(M2)의 소오스는 데이터선(Dm)에 연결되며, 게

이트는 n번째 주사 신호를 인가하는 n번째 주사선(Sn)에 연결된다. 여기서, n은 임의의 자연수이다. 제3 트랜지스터의 소

오스는 제1 트랜지스터의 드레인에 연결되며, 드레인은 제1 트랜지스터의 게이트에 연결되며, 게이트는 주사선(Sn)에 연

결된다. 제4 트랜지스터의 드레인은 제1 트랜지스터(M1)의 소오스에 연결되며, 드레인은 제2 전원전압(VSS)을 인가하는

제2 전원전압선에 연결되며, 게이트는 발광 제어신호를 전달하는 발광제어선(En)에 연결된다. 제5 트래지스터의 드레인

은 유기 발광 소자(OLED)의 애노드에 연결되며, 소오스는 제1 트래지스터의 드레인에 연결되며, 게이트는 발광제어선

(En)에 연결된다. 캐패시터(C)의 제2 전극은 제2 전원전압선에 연결된다. 유기 발광 소자(OLED)의 애노드는 제1 전원전

압(VDD)을 인가하는 제1 전원전압선에 연결된다.
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또한, 상술한 구성에 있어서, 유기 발광 소자(OLED)에 흐르는 전류는 수학식 1로부터 아래의 수학식 3과 같이 나타낼 수

있다.

수학식 3

여기서, IOLED는 유기 발광 소자에 흐르는 전류, VGS는 제1 트랜지스터의 게이트와 소오스 간의 전압, VTH는 제1 트랜지

스터의 문턱 전압, VDATA는 데이터 전압, VSS는 제2 전원전압, 그리고 β는 상수를 각각 나타낸다.

수학식 1 및 수학식 2를 참조하면, 구동 트랜지스터인 제1 트랜지스터(M1)의 문턱 전압에 관계없이 데이터선(Dm)에 인가

되는 데이터 전압에 상응하여 전류가 유기 발광 소자(OLED)에 흐르는 것을 알 수 있다.

또한, 도 6에 도시한 바와 같이, 본 실시예에 따른 회소 회로는 캐패시터(C)를 초기화하기 위한 초기화 기간 또는 제1 기간

과, 캐패시터(C)에 데이터 신호에 상응하는 전압을 저장하기 위한 프로그래밍 기간 또는 제2 기간, 그리고 캐패시터(C)에

저장된 전압에 기초하여 구동 트랜지스터(M1)가 소정의 정전류원으로 기능하여 유기 발광 소자(OLED)에 전류를 공급하

며, 이 전류에 의해 유기 발광 소자(OLED)가 소정의 휘도로 발광하는 발광 기간 또는 제3 기간으로 동작한다. 여기서, 제2

주사 신호 및 제1 주사 신호는 서로 중첩되지 않고 순차적으로 인가되며, 발광 제어신호는 제2 및 제1 주사 신호의 인에이

블 레벨의 기간 동안에 디스에이블 레벨로 인가된다. 그리고, 제1 및 제2 주사 신호는 서로 시프트된 형태를 가지며, 실질

적으로 동일한 신호로 형성된다.

상술한 초기화 기간, 프로그래밍 기간, 및 발광 기간에 대하여는, 화소 회로에 인가되는 발광 제어신호가 반전된다는 것을

제외하고 도 3 및 도 4를 참조한 제2 실시예의 화소 회로와 실질적으로 동일하므로, 그에 대한 구체적인 설명은 생략한다.

한편, 도 5를 참조한 본 실시예에서 제2 및 제3 트랜지스터(M2, M3)는 제6 트랜지스터(M6)의 게이트에 인가되는 주사

신호와 실질적으로 동일한 시프트된 주사 신호를 사용하기 위하여 P-타입의 트랜지스터로 형성되어 있다. 따라서, 제2, 제

3 및 제6 트랜지스터(M2, M3, M6)에 서로 다른 주사선에 의한 주사 신호가 인가되는 경우, 제2, 제3 및 제6 트랜지스터

(M2, M3, M6)는 N-타입이나 P-타입의 트랜지스터 중에서 선택되어 형성될 수 있다. 여기서, 제6 트랜지스터(M6)는 이

전 주사선을 이용하여 캐패시터(C)에 저장된 전압을 방전시키는 경우, P-타입의 트랜지스터로 형성하는 것이 바람직하다.

또한, 본 실시예에서 제4 및 제5 트랜지스터는 N-타입의 트랜지스터 이외에 P-타입의 트랜지스터로 형성할 수 있다. 이러

한 경우, P-타입의 제4 및 제5 트랜지스터는 N-타입의 제4 및 제5 트랜지스터에 인가되던 발광 제어신호에 대하여 반전

된 발광 제어신호에 따라 동작된다.

도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 화소 회로를 채용한 유기 발광 표시 장치에 대한 구성도이다.

도 7을 참조하면, 유기 발광 표시 장치는 데이터 구동부(701)에 연결되어 데이터 신호를 각 화소 회로에 전달하는 복수의

데이터선(D1, Dm), 주사 구동부(703)에 연결되어 제1 주사 신호, 제2 주사 신호 및 발광 제어신호를 각 화소 회로에 전달

하는 제1 및 제2 주사선(S1,…, Sn-1, Sn)과 발광제어선(E1,…, En), 그리고 NxM개의 화소 회로를 포함한다. 여기서, Dm

은 m(m은 임의의 자연수)번째 데이터선을 나타내고, Sn은 n(n은 임의의 자연수)번째 주사선을 나타낸다. 그리고 제1 및

제2 주사선은 라인 어드레싱 구동 방식에서 현재의 화소 회로에 연결되는 주사선을 제1 주사선이라 할 때, 현재의 화소 회

로에 인가되는 주사 신호보다 앞선 주사 신호가 인가되는 이전 화소 회로에 연결되는 주사선을 제2 주사선이라 한다. 또

한, 유기 발광 표시 장치의 각 화소 회로는 제1 전원전압(VDD) 및 제2 전원전압(VSS)에 각각 전기적으로 연결된다.

화소 회로는 제1 내지 제6 트랜지스터(M1, M2, M3, M4, M5, M6) 및 캐패시터(C)를 포함한다. 제1 내지 제6 트랜지스터

(M1 ~ M6)는 P-타입의 트랜지스터로 형성되어 있다. 이하에서는, n번째 주사선(Sn)과 m번째 데이터선(Dm)에 의해 정

의되는 화소 영역에 형성되어 있는 화소 회로를 중심으로 설명한다.

제1 트랜지스터(M1)는 유기 발광 소자(OLED)에 구동 전류를 공급한다. 제2 트랜지스터(M2)는 제1 주사선(Sn) 상의 로

우 레벨의 제1 주사 신호에 응답하여 데이터 전압을 제1 트랜지스터(M1)의 소오스에 전달한다. 제3 트랜지스터(M3)는 제

1 주사선(Sn) 상의 로우 레벨의 제1 주사 신호에 응답하여 제1 트랜지스터(M1)를 다이오드 연결시키도록 제1 트랜지스터

(M1)의 드레인과 게이트 간에 연결된다.
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캐패시터(C)는 제1 전원전압(VDD)과 제1 트랜지스터(M1)의 게이트 간에 연결된다. 또한, 캐패시터(C)는 제2 트랜지스터

(M2), 제1 트랜지스터(M1) 및 제3 트랜지스터(M3)를 통해 인가되는 데이터 전압에 상응하는 전압, 즉 제1 전원전압

(VDD)과 데이터 전압 간의 전압차에 상응하는 전압을 저장한다.

제4 트랜지스터(M4)는 제1 트랜지스터(M1)의 소오스와 제1 전원전압(VDD) 간에 연결되며, 발광제어선(En) 상의 하이

레벨의 발광 제어신호에 응답하여 제2 트랜지스터(M2)의 턴온 기간에서 턴오프된다. 이러한 구성에 의해, 제4 트랜지스

터(M4)는 제2 트랜지스터(M2)의 턴온 기간 동안에 제1 트랜지스터(M1)의 소오스에 제1 전원전압(VDD)이 인가되는 것

을 차단한다.

제5 트랜지스터(M5)는 제1 트랜지스터(M1)의 드레인과 유기 발광 소자(OLED)의 애노드 간에 연결되며, 발광제어선(En)

상의 하이 레벨의 발광 제어신호에 응답하여 제2 및 제3 트랜지스터(M2, M3)의 턴온 기간 동안에 턴오프된다. 이러한 구

성에 의해, 제5 트랜지스터(M5)는 제2 및 제3 트랜지스터(M2, M3)의 턴온 기간 동안에 제2 및 제1 트랜지스터(M2, M1)

를 통해 흐르는 전류가 유기 발광 소자(OLED)에 흐르는 것을 방지한다. 또한, 제5 트랜지스터(M5)는 외부로부터 유기 발

광 소자(OLED)를 통해 제1 트랜지스터(M1)의 드레인에 이상 전압이 인가되는 것을 방지한다. 상술한 구성에 의해, 본 발

명의 제1 실시에에 따른 화소 회로를 채용한 유기 발광 표시 장치가 형성된다.

제6 트랜지스터(M6)는 캐패시터(C)의 일전극에 연결되는 소오스와, 다이오드 연결되는 드레인, 및 게이트를 구비한다. 제

6 트랜지스터(M6)의 게이트는 제2 주사선(Sn-1)에 연결된다. 또한, 제6 트랜지스터(M6)는 캐패시터(C)에 저장되어 있

는 전압을 제2 주사선(Sn-1)을 통해 방전시키며, 이와 함께 제1 트랜지스터(M1)의 게이트 전압을 초기화시키기 위하여,

제2 주사선(Sn-1) 상에 인가되는 제2 주사 신호에 응답하여 다이오드 연결된다. 이러한 구성에 의해, 본 발명의 제2 실시

예에 따른 화소 회로를 채용한 유기 발광 표시 장치가 형성된다.

이와 같이 본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치는 누설 전류로 구동 트랜지스터의 게이트 전압이 변하여 크로스 토크가 발

생되는 것을 방지하며, 구동 트랜지스터의 문턱 전압에 상관없이 화상 데이터에 상응하는 전류를 발광 소자에 공급함으로

써, 높은 계조의 실현이 가능하다.

한편, 본 발명의 화소 회로에서 MOS 트랜지스터는 일례로서 언급된 것이다. 따라서, 본 발명의 화소 회로는 MOS 트랜지

스터 이외에 다른 종류의 트랜지스터로 형성될 수 있다. 예를 들면, 제1 전극, 제2 전극, 및 제3 전극을 구비하고, 제1 전극

및 제2 전극 간에 인가되는 전압에 의하여 제2 전극에서 제3 전극으로 흐르는 전류의 양을 제어할 수 있는 능동 소자로 구

현될 수 있다.

또한, 상술한 제2 내지 제6 트랜지스터(M2, M3, M4, M5, M6)는 주사 신호에 응답하여 양측의 전극을 스위칭하기 위한

소자로서, 이와 동일한 기능을 수행할 수 있는 여러 스위칭 소자를 이용하여 구현될 수 있다.

이상, 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기

술적 사상의 범위내에서 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러 가지 변형이 가능하다.

발명의 효과

본 발명에 의하면, 스위칭 트랜지스터의 누설 전류로 인해 구동 트랜지스터의 게이트 전압이 변화되고, 그로 인해 인접한

화소 간에 발생되는 크로스 토크의 문제를 해결할 수 있다.

또한, 본 발명에 의하면, 박막 트랜지스터의 문턱 전압을 자체 보상하도록 화소 회로를 구성함으로써, 고계조를 표현할 수

있다.

또한, 본 발명에 의하면, 다이오드 연결되는 트랜지스터를 이용하여 데이터 전압을 저장하는 캐패시터를 초기화함으로써,

별도의 초기화 라인을 사용하는 경우에 비해 개구율을 높일 수 있다는 이점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
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게이트에 인가되는 전압에 상응하여 유기 발광 소자에 전류를 공급하는 제1 트랜지스터;

제1 주사 신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터의 제1 전극에 데이터 전압을 전달하는 제2 트랜지스터;

상기 제1 트랜지스터의 제2 전극 및 게이트를 연결시키는 제3 트랜지스터; 및

상기 제1 주사 신호가 인가되는 기간 동안에 상기 데이터 전압에 상응하는 전압을 저장하며, 상기 유기 발광 소자의 발광

기간 동안에 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트에 상기 저장된 전압을 인가하는 캐패시터를 포함하는 유기 발광 표시 장

치의 화소 회로.

청구항 2.

제1항에 있어서,

발광 제어신호에 응답하여 전원전압이 상기 제1 트랜지스터의 상기 제1 전극에 인가되는 것을 차단하기 위한 제4 트랜지

스터를 추가적으로 포함하는 유기 발광 표시 장치의 화소 회로.

청구항 3.

제2항에 있어서,

상기 발광 제어신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터의 제2 전극과 상기 유기 발광 소자의 전기적인 연결을 차단하는 제5

트랜지스터를 추가적으로 포함하는 유기 발광 표시 장치의 화소 회로.

청구항 4.

제3항에 있어서,

제2 주사 신호에 응답하여 상기 캐패시터에 저장된 상기 전압을 방전시키는 제6 트랜지스터를 추가적으로 포함하는 유기

발광 표시 장치의 화소 회로.

청구항 5.

제4항에 있어서,

상기 제6 트랜지스터는 상기 캐패시터에 연결되는 제1 전극, 상기 제2 주사 신호가 인가되는 게이트, 및 상기 제2 주사 신

호를 전달하는 주사선에 연결되는 제2 전극을 구비하는 유기 발광 표시 장치의 화소 회로.

청구항 6.

제5항에 있어서,

상기 제1 내지 제6 트랜지스터는 서로 동일한 타입의 채널을 갖는 트랜지스터로 이루어지는 유기 발광 표시 장치의 화소

회로.
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청구항 7.

제5항에 있어서,

상기 제1 내지 제6 트랜지스터 중 적어도 어느 하나는 나머지 트랜지스터와 다른 타입의 채널을 갖는 트랜지스터로 이루

어지는 유기 발광 표시 장치의 화소 회로.

청구항 8.

제4항에 있어서,

상기 제2 주사 신호 및 상기 제1 주사 신호는 서로 중첩되지 않고 순차적으로 인가되며, 상기 발광 제어신호는 상기 제2 및

제1 주사 신호의 인에이블 레벨의 기간 동안에 디스에이블 레벨로 인가되는 유기 발광 표시 장치의 화소 회로.

청구항 9.

전원전압이 인가되는 제1 전극, 유기 발광 소자에 전기적으로 연결되는 제2 전극, 및 게이트를 구비하는 제1 트랜지스터;

데이터 전압이 인가되는 제1 전극, 상기 제1 트랜지스터의 상기 제1 전극에 연결되는 제2 전극, 및 제1 주사 신호가 인가

되는 게이트를 구비하는 제2 트랜지스터;

상기 제1 트랜지스터의 상기 제2 전극 및 상기 게이트 간에 연결되어 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 연결시키는 제3 트

랜지스터;

상기 전원전압이 인가되는 제1 전극, 및 상기 제1 트랜지스터의 상기 게이트에 연결되는 제2 전극을 구비하는 캐패시터;

상기 전원전압이 인가되는 제1 전극, 상기 제1 트랜지스터의 상기 제1 전극에 연결되는 제2 전극, 및 발광 제어신호가 인

가되는 게이트를 구비하는 제4 트랜지스터; 및

상기 제1 트랜지스터의 상기 제2 전극에 연결되는 제1 전극, 상기 유기 발광 소자의 애노드에 연결되는 제2 전극, 및 상기

발광 제어신호가 인가되는 게이트를 구비하는 제5 트랜지스터를 포함하는 유기 발광 표시 장치의 화소 회로.

청구항 10.

제9항에 있어서,

상기 캐패시터의 상기 제2 전극에 연결되는 제1 전극, 제2 전극, 및 상기 제2 전극에 연결되고 제2 주사 신호가 인가되는

게이트를 구비하는 제6 트랜지스터를 추가적으로 포함하는 유기 발광 표시 장치의 화소 회로.

청구항 11.

데이터 전압을 전달하는 복수의 데이터선;

제1 주사 신호를 전달하는 복수의 주사선;

상기 데이터 전압에 상응하여 화상을 표시하는 복수의 유기 발광 소자; 및

상기 데이터선, 상기 주사선, 및 상기 유기 발광 소자에 전기적으로 연결되는 복수의 화소 회로를 포함하며,
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상기 화소 회로는,

상기 유기 발광 소자에 전류를 공급하는 제1 트랜지스터;

상기 제1 주사 신호에 응답하여 상기 데이터 전압을 상기 제1 트랜지스터의 제1 전극에 전달하는 제2 트랜지스터;

상기 제1 트랜지스터의 제2 전극 및 게이트를 연결시키는 제3 트랜지스터; 및

상기 제1 주사 신호가 인가되는 기간 동안에 상기 데이터 전압에 상응하는 전압을 저장하며, 상기 유기 발광 소자의 발광

기간 동안에 상기 제1 트랜지스터의 게이트에 상기 저장된 전압을 인가하는 캐패시터를 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 12.

제11항에 있어서,

발광제어선에 의해 전달되는 발광 제어신호에 응답하여 전원전압이 상기 제1 트랜지스터의 상기 제1 전극에 인가되는 것

을 차단하기 위한 제4 트랜지스터를 추가적으로 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 13.

제12항에 있어서,

상기 발광 제어신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터의 상기 제2 전극과 상기 유기 발광 소자의 전기적인 연결을 차단하

는 제5 트랜지스터를 추가적으로 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 14.

제13항에 있어서,

제2 주사 신호에 응답하여 상기 캐패시터에 저장된 상기 전압을 방전시키는 제6 트랜지스터를 추가적으로 포함하는 유기

발광 표시 장치.

청구항 15.

제14항에 있어서,

상기 제6 트랜지스터는 상기 캐패시터에 연결되는 제1 전극, 상기 제2 주사 신호가 인가되는 게이트, 및 상기 제2 주사 신

호를 전달하는 제2 주사선에 연결되는 제2 전극을 구비하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 16.

제15항에 있어서,

상기 제2 주사 신호 및 상기 제1 주사 신호는 서로 중첩되지 않고 순차적으로 인가되며, 상기 발광 제어신호는 상기 제2 및

제1 주사 신호의 인에이블 레벨의 기간 동안에 디스에이블 레벨로 인가되는 유기 발광 표시 장치.
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청구항 17.

제16항에 있어서,

상기 복수의 주사선에 상기 제1 및 제2 주사 신호를 공급하며, 상기 발광제어선에 상기 발광 제어신호를 공급하는 주사 구

동부을 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 18.

제11항에 있어서,

상기 복수의 데이터선에 상기 데이터 전압을 공급하는 데이터 구동부를 포함하는 유기 발광 표시 장치.
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本发明公开了一种像素电路，它可以实现高灰度，它自身补偿驱动晶体
管的阈值电压，减少了由像素开关元件的截止区域的漏电流产生的串
扰，栅极电压将驱动晶体管的一部分改变为具有识别范围的不可能和使
用它的有机发光显示装置。根据本发明的像素电路包括用于向有机发光
装置提供电流的第一晶体管，其对应于施加的电压，第二晶体管响应于
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